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(54) Dispozitiv de obtinere a peliculelor supraconductoare

(57) Rezumat:

1

Inventia se referd la supraconductori, si anume la

dispozitive de depunere in vid a peliculelor fine de
calitate inaltd din materiale supraconductoare si
poate fi utilizatd in constructia de aparate.

Dispozitivul de obtinere a peliculelor supra-
conductoare include o camera de vid (1), dotata cu
pompe de vid (2) si in care sunt amplasate un
magnetron (3), un suport-catod (4) cu tintd (6), pe
care este montat un ecran (5), si un substrat (7).
Suportul-catod (4) este fixat intr-un mecanism (8)
care asigurd rotatia-translatia lui deasupra substra-
tului (7).
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Descriere:

Inventia se referd la supraconductori, i anume la dispozitive de depunere in vid a peliculelor fine de
calitate inaltd din materiale supraconductoare si poate fi utilizatd in constructia de aparate.

Sunt cunoscute dispozitive de epitaxie moleculard de emisie cu raze pentru depunerea in vid a
peliculelor fine, care includ o camerd de vid, o pompd de vid, celule Knutsen pentru depunerea
materialului si un substrat [1, 2].

Dezavantajele acestor dispozitive constau in viteza mica de depunere a peliculelor, necesitatea credrii
vidului in cameri de 107° tor, fapt ce conduce la complexitatea tehnici a procesului de epitaxie mole-
culard de emisie.

Mai este cunoscut un dispozitiv de dispersare magnetronica n vid a peliculelor, care contine o camera
de vid, pompe de vid, un magnetron, un suport-catod cu tintd din material dispersat si un substrat [3].

Dezavantajele acestui dispozitiv sunt neomogenitatea grosimii peliculelor depuse, necesitatea credrii
vidului in cameri de 10" tor si a introducerii gazului de lucru - argon ultrapur (Ar 99,9999%), precum si
necesitatea incdlzirii substratului la temperaturi inalte de pand la 800°C pentru obtinerea peliculelor
supraconductoare cu parametrii supraconductori ridicati in intervalul de grosimi mai mici de 30 nm.

Problema pe care o rezolvd inventia este obtinerea omogenitatii pe grosimea peliculei dispersate,
eliminarea incalzirii exterioare a substratului si majorarea parametrilor supraconductori ai peliculelor
supraconductorilor in intervalul de grosimi de nanometri.

Dispozitivul conform inventiei inlaturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ca include o
camerd de vid, dotatd cu pompe de vid si in care sunt amplasate un magnetron, un suport-catod cu tintd,
pe care este montat un ecran, §i un substrat, totodatd suportul-catod este fixat intr-un mecanism, care
asigurd rotatia-translatia lui deasupra substratului.

Ecranul preintAmpind depunerea materialului in afara limitelor lui, incercuind tinta pe tot perimetrul
ei.

Rezultatul inventiei constd in majorarea de S ori a vitezei de dispersare si obtinerea valorii de 10...12
nm/s, fapt care asigurd diminuarea cantititii de gaze absorbite din atmosfera reziduald a camerei de vid si
majorarea calititii peliculelor supraconductoare.

in dispozitivul propus ca urmare a miscirii tintei in interiorul camerei de vid in procesul de dispersare
a materialului tintei, care posedd proprietiti de tub electronic (proprietatea de absorbtie a gazelor
reziduale in camera de vid), are loc formarea unui strat larg de getter pe toatd traiectoria miscdrii tintei.
Ca rezultat se obtine majorarea suprafetei camerei de vid, care este acoperitd de un strat de getter, si
imbundtatirea efectivd a vacuumului de bazd in camerd. O altd urmare pozitivd a migcdrii tintei este
micsorarea vitezei efective de depunere a peliculei in crestere in comparatie cu cea, care se va stabili in
cazul unei tinte nemiscate fata de substrat. Aceastd circumstantd permite de a majora viteza de dispersare
a materialului tintei.

Dispozitivul de obtinere a peliculelor supraconductoare include o camerd de vid 1, dotatd cu pompe
de vid 2 si in care sunt amplasate un magnetron 3, un suport-catod 4 cu tintd 6, pe care este montat un
ecran 5, si un substrat 7. Suportul-catod 4 este fixat intr-un mecanism 8, care asigura rotatia-translatia lui
deasupra substratului 7.

Dispozitivul functioneaza in modul urmtor.

Substratul 7 este amplasat in camera de vid 1. Suportul-catod 4 cu tinta 6, incercuit de ecranul 5, este
fixat in mecanismul de rotatie 8 in camera de vid 1 in pozitia ,,in afara zonei de lucru” si nu deasupra
substratului 7. Se conecteazi pompele de vid 2 si se atinge vidul de bazi 2 x 10°® tor in camera 1. Se
conecteazd magnetronul 3 si se deruleaza dispersarea preliminard a tintei 6 pentru curdtarea suprafetei si
pentru depunerea materialului tintei pe peretii camerei de vid 1 in afara zonei de lucru in decurs de
10...15 min in scopul de a imbunititi vidul in camera 1. Dupi ce vidul a atins valoarea de lucru de 8x107
tor, suportul-catod 4 cu tinta 6 sunt deplasate cu o vitezd constantd in pozitia ,,zona de lucru”, iar mai
apoi, neschimband viteza si directia de deplasare, suportul-catod 4 cu tinta 6 sunt evacuate din ,,zona de
lucru”. Dupd ce tinta 6 va atinge pozitia ,,in afara zonei de lucru”, se deconecteazd magnetronul 3.

Cu ajutorul dispozitivului au fost obtinute pelicule supraconductoare de niobiu cu parametri supra-
conductori ridicati §i care sunt indicati in tabel.

Tabel

Parametrii peliculei de niobiu, preparate in dispozitivul propus la viteza de dispersare a tintei de 4
nm/s si viteza de depunere a peliculei de 1,2 nm/s

Materialul Grosimea Temperatura de tranzitic la
peliculei, nm supraconductibilitate, K
Niobiu 5,5 5,7
10 7.4
28 8,25
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Omogenitatea grosimii peliculelor preparate a fost verificatd cu ajutorul spectrometrului Rutherfors
de disipare inversd — la grosimea peliculei de 10 nm eroarea grosimii peliculei a constituit o valoare mai
mica de 0,5 nm, pe lungimea de 1 mm, deci mai mica de 5%.

Calitatea peliculelor fine de niobiu (5...30 nm), obtinute cu ajutorul dispozitivului dat, este con-
siderabil mai Tnaltad decét a celor obtinute conform celei mai apropiate solutii. Temperatura de tranzitie la
supraconductibilitate este mai ridicatd cu 3,5...4K.

Dispozitival propus poate fi utilizat cu succes pentru obtinerea de dispozitive crioelectronice cu
caracteristici perfecte.

(57) Revendiciri:

Dispozitiv de obtinere a peliculelor supraconductoare, care include o camerd de vid, dotatd cu

pompe de vid §i in care sunt amplasate un magnetron, un suport-catod cu tintd, pe care este montat un
ecran, si un substrat, totodatd suportul-catod este fixat intr-un mecanism, care asigurd rotatia-translatia lui
deasupra substratului.
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